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Аннотация. Разработана конструкция алюмооксидного корпуса интегральных 

микросхем, обладающего повышенными защитными свойствами при воздействии 

внешних электромагнитных полей. Экранирование внешних электромагнитных 

воздействий осуществляется за счет алюминиевого каркаса основания корпуса. 

Обсуждены способы защиты микросхем в алюмооксидном корпусе от γ-излучения за 

счет использования вольфрамовой крышки корпуса, что важно для эксплуатации 

микросхем в космических устройствах. 

Ключевые слова: алюминий; электрохимическое анодирование; анодный оксид 

алюминия; алюмооксидный корпус, микросхема, экранирование. 
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Abstract. A design for an alumina housing for integrated circuits has been developed.  

It offers enhanced protective properties against external electromagnetic fields. Shielding 

from external electromagnetic influences is achieved through the use of an aluminum frame at 

the housing base. Methods for protecting alumina-housed microcircuits from γ-radiation by 

using a tungsten housing cap are discussed, which is important for the use of microcircuits in 

space devices. 
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Корпус интегральной микросхемы обеспечивает защиту кристалла 

микросхемы от внешних воздействий и электрические соединения  

с внешними электронными устройствами. В алюмооксидных корпусах, 

формируемых локальным анодированием алюминия, электрические 

соединения с кристаллом осуществляются через сквозные алюминиевые 

электроды, встроенные в алюмооксидное основание корпуса [1–9].  

В данной работе разработана конструкция алюмооксидных корпусов 

интегральных микросхем с целью их защиты от внешнего 
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электромагнитного поля и других воздействий, влияющих на 

работоспособность электронных устройств. 

Алюмооксидный корпус состоит из контактной монтажной площадки 

(основание корпуса) и металлической крышки. Контактная монтажная 

площадка состоит из сквозных алюминиевых электродов, встроенных  

в анодный оксид алюминия, и алюминиевой рамки, определяющей 

внешние границы корпуса. Алюминиевые электроды обеспечивают 

соединение микросхемы с внешними электронными устройствами, а оксид 

алюминия, сформированный локальным анодированием алюминиевых 

пластин с использованием фотолитографической маски, обеспечивает 

изоляцию алюминиевых электродов. 

Измерения электрофизических параметров алюмооксидных корпусов 

показали следующие результаты. Токи утечки при напряжениях до 300 В 

не превышали 1 пА, что свидетельствует о преимуществах данной 

конструкции по сравнению с аналогами (пластмассовые и керамические 

корпуса). Тепловое сопротивление данной конструкции составляет менее 

1°С/Вт. Низкое значение теплового сопротивления обеспечивается за счет 

высокой теплопроводность алюминия, что позволяет эффективно 

рассеивать тепло в процессе работы микросхем и свидетельствует  

о преимуществе разработанной контактной площадки. Исследование 

механической прочности позволило оценить давление (20-40 МПа), 

приводящее к разрушению основания корпуса. Полученный диапазон 

давления свидетельствует о достаточной механической прочности 

сформированного изделия. Следует отметить, что алюминий обладает 

высокой эластичностью, что позволяет смягчать механические 

напряжения, возникающие между кремниевыми кристаллами  

и основанием корпуса при термическом разогреве в процессе  

их функционирования [10]. 

Важной особенностью разработанной конструкции является защита 

микросхем от внешнего электромагнитного излучения, что достигается  

за счет эффективного экранирования данного излучения металлическим 

каркасом основания корпуса, составляющем большую его объемную часть. 

Также разработанная конструкция обеспечивает защиту от α-, β-излучения, 

а в случае изготовления крышки корпуса из вольфрама может быть 

реализована защита от γ-излучения, что важно для использования 

электронных устройств в космических спутниках. 

Таким образом, разработанная конструкция алюмооксидных корпусов 

способна обеспечить защиту от внешнего электромагнитного излучения, 

что может быть использовано при корпусировании специализированных 

микросхем, функционирующих в условиях сильных электромагнитных 

полей и радиационных воздействий. 
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РЕГУЛЯРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВОЛН ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТА ПОВЕРХНОСТНОГО ПЛАЗМОННОГО 

РЕЗОНАНСА 

В.В. Дудич, О.В. Купреева, Т.И. Ореховская, А.В. Долбик 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники», г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация. Разработана методика формирования регулярных алюминиевых сеточных 

структур на стеклянных подложках. Выбор геометрических размеров упорядоченной 

металлической сетчатой структуры позволяет управлять ее спектром отражения. 

Исследованы спектры отражения сформированных структур и разработан метод 

уменьшения отраженного сигнала на заданной длине волны за счет использования 

эффекта плазмонного резонанса. и Применение регулярных металлических структур, 

демонстрирующих эффект плазмонного резонанса, является перспективным 

направлением для сферы защиты информации. 

Ключевые слова: алюминий; электрохимическое анодирование; анодный оксид 

алюминия; локальное анодирование; плазмонный резонанс; электромагнитное 

излучение. 
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Abstract. A method for forming regular aluminum mesh structures on glass substrates has 

been developed. Selecting the geometric dimensions of the ordered metal mesh structure 

allows for control of its reflectance spectrum. The reflectance spectra of the resulting 


